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Este invento se refiere a unos perfec-
cionamientos en un dispositivo autenticador para utilizacidn
en la autenticacién de un artfculo de material en ldmina
cuando el dispositivo estd unido al articulo,

Se hace referencia (1) a la solicitud
de Patente Norteamericana ndmero de serie 235,970, presen-
tada por Webster y otros el 19 de febrero de 1981 y (2):a
la solicitud de Patente Norteamericana ntmero de serie. A
387.614, presentada por Knop y otros el 11 de junio de.::.
1982, Estas dos Solicitudes de Patente, que estdn cedea
al mismo cesionario del pressnte invento, exponen un Q}s-
positivo de autenticacién compuesto por una estructuraigé-
tegrada de vna capa de substrato y una capa transparente
de revestimiento separadas entre si por una capa de regys
brimiento que estd situada en contacto intimo con las: czpas
de substrato y de revestimiento en la interzona entre:;%las“
La interzona incluye una reticula de difraccidn ref1ectaﬂte
en la forma de un trazado en relieve, teniendo la reticula
pardmetros especificados‘de perfil de reticula, amplitud
fisica y perifodo de lineas que operan para separar la luz
de iluminacidén policromdtica incidente sobre la misma en
al menos un par de haces luminosos de colores que contras-
tan., ;

En particular, el dispositivo de auten
ticacidn expuesto en la solicitud de Patente de Webster y
otros utiliza una capa metdlica de recubrimiento que forma
elementos de difraccidén de un trazado en relieve de reti-
cula de difraccién de perfil de onda rectangular o de un
perfil de onda senoidal que estd estampado en relieve sobre

la sﬁperficie de la capa de substrato o bién de la capa de
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revestimiento en la interzona entre ellas. Adicionalmente,
la estructura de retifcula de difraccién en la solicitud de
Webster y otros estd especificada como operativa para sepa-
rar luz policromdtica incidente sobre ella en al menos un
par de haces reflejados adyacentes, separados y precisos,.
de colores que contrastan, en donde la magnitud de la di-
mensién angular mds estrecha del ancho de haz de cada uno

de los haces a una distancia de 30 cm es al menos de 2 pi-

lirradianes. ‘ B
) La solicitud de Patente de Knop ff::}
otros expone un dispositivo de autenticacién que utiliza
una capa dieléctrica de recubrimiento situada en la ipter-
zona de las capas de substrato dieléctrico y de reveSG{:‘
miento, en donde el Indice de refraccidén de la capa de i

recubrimiento es mayor que el de la capa de substrato y

mayor que el de la capa de revestimiento. Esto permite ‘que
el dispositivo de autenticacidn de Knop y otros funcféﬁﬁ-
como filtro de color substractivo difractor que requé?q
al dngulo de incidencia de luz de iluminacidén policromd- -
tica. |

Se hace referencia adicionalmente a
la solicitud de Patente Norteamericana ndmero de serie
235.972, presentada por Knop el 19 de febrero de 1981, Es-
ta solicitud expone una estructura de reticula senoidal
"semigruesa" reflectante de linea fina, que tiene utilidad
en un dispositivo de autenticacidén del tipc expuesto en la

solicitud anteriormente mencionada de Webster y otros.

Con el fin de evitar la manipulacidn

fndebida con un dispositivo de autenticacién, es importan-

te que la unién en la interzona de las capas substrato y
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revestimiento sea suficientemente segura para evitar la
eliminacién de la capa de revestimiento sin destruir efec-
tivamente la estructura de reticula de difraccién en la in-
terzona. Tanto en el caso del dispositivo de autenticacién
expuesto en la solicitud de Webster y otros como en el caso
del dispositivo de autenticacion expuesto en la solicitud
de Knop y otros, la capa de revestimiento y la capa de
substrato se componen usualmente del mismo material Plgég-
tico (o al menos materiales pldasticos compatibles), de ;mzlo
que serfa extremadamente segura una unién directa de lémha—
pa de revestimiento a la capa de substtato. Sin embargp,
una unién de la capa metdlica de recubrimiento de acuerdb
con la solicitud de Webster vy otros a la capa pldstica de
revestimiento y a la capa de substrato pldstico es notable-
mente menos segura de lo que serila la unidén directa dg'Ia
capa de revestimiento a la capa de substrato. Simxlarmé%te
una unién de la capa dieléctrica de recubrimiento de égﬁer—
do con la solicitud de Knop y otros a la capa de rev;stl—
miento plédstico y a la capa de substrato es notablemente
menos segura de lo que serfa una unidn directa de la capa
de revestimiento a la capa de substrato., En realidad, Knop
y otros comentan especificamente este hecho en relacidn

con la descripcion de ciertos;tipOS'de dispositivos idea-
lizados expuestos en las mencionadas solicitudes. En estos
tipos de dispositivos idealizados, la capa dieléctrica de
recubrimiento es discontinua dentro de cada perifodo de 1li-
nea de retifcula de la estructura de reticula de difraccién,
permitiendo asi que la capa de revestimiento esté unida
directamente'a la capa de substrato en la discontinuidad

de la capa de recubrimiento dentro de cada linea de la re-
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ticula, Sin embafgo, Knop y otros pcnen también de manifiqg
to el hecho de que, en la prdctica, no son dtiles las técni
cas de depdsito, tales como la evaporacidén o pulverizacioén
iénica, para fabricar la capa dieléctrica de recubrimienté,
en la consecucidén de tales tipos de estructuras idealiza-
das (en donde una discontinuidad dentro de cada periodo de
linea de reticula de la estructura de reticula de difraccién
permite la unidén directa de la capa de recubrimiento a la.

capa de substrato).

El presente invento estd dirigido “a-°°
una técnica prdctica para conseguir la unién directa alta-
mente segura de la capa de revestimiento a la capa de‘éﬁsé-
trato de un dispositivo de autenticacién de los tipos ex-
puestos en las solicitudes de Patente de Webster y otros.y
Knop y otros, sin producir ningin efecto perjudicial impQr-
tante sobre las propiedades épticas deseables de talealZf
dispositivos de autenticacidn. Mds especificamente, déj::
acuerdo con los principios del presente.invento, la cdﬁd'
de recubrimiento estd dividida en al menos una dimensidn en
un conjunto de regiones separadas, estando separadas entre
sl regiones adyacentes de este conjunto en al menos la pri-
mera dimensidén por una distancia a de separacidén, siendo
igual a b la distancia.entre centros de regiones adyacentes
del conjunto de regiones en al menos la dimensidén citada,
Los respectivos valores de g y b estdn caracterizados por-
que b es del orden de diez veces superior a a, porque a es
mayor que el perfodo de lineas de la reticula de difraccidn,
y porque b es suficientemente pequefio para ser dificilmente
;preciable para el ojo desnudo del observador, Adicional-

mente, la capa de recubrimiento estd unida directamente a
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la capa de substrato dentro de la separacién entre regio-

nes adyacentes del grupo de regiones de la capa de recu-
brimiento,

i - En el dibujo:

t

Las figuras 1a y 1b son representacio-

nes ilustrativas de los dispositivos de autenticacién de

| difraccién de la técnica anterior, expuestos, respectiva-

mente, en las solicitudes mencionadas anteriormente de.® , @

Webster y otros y Knop y otros; . TN

Las figuras 2a y 2b ilustran un dis-

positivo de autenticacién que incorpora una realizacidn

e
¢ 8 o

del presente invento; ' ces
La figura 3 es un diagrama de flujo
que ilustra una técnica de produccién de una mdscara de ..

ldmina de niquel utilizada en la fabricacidén de un dispgce

sitivo de autenticacidn del tipo expuesto en las figuras

la figura 4a ilustra el problema:hk
incluir en un dispositivo de autenticacidén una estructura
de difraccidén en la forma de un simbolo, tal como la letra
MAM, en ausencia de las ensefianzas del presente invento, y
la figura 4b ilustra cdémo la utilizacién de las ensefianzas
del presente invento resuelve este problema.

La figura 1a es un dispositivo 100
de autenticacién de difraccién del tipo expuesto en la soli
citud de Patente de Webster y otros mencionada anterior-
mente, Como se indica en la figura la, el dispositivo 100
de autenticacién de difraccién se compoéne de una estructu-
ra metalizada 102 de reticula de difraccién reflectante

formada en la interzona de una capa 104 de substrato y una
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1 .capa 106 de revestimiento. La capa 104 de substrato estd
compuesta usualmente por pldstico (aunque esto no es esen-
éial), cuya superficie de fondo estd prevista para estar
unida a un artfculo autenticado de material en ldmina (no

5 representado). La capa 106 de revestimiento, que es trans-
parente péra la luz policromdtica incidente 108, se compéne
también usualmente de un material pldstico (que puede ser
el mismo material plasticd del cual estd compuesta la -¢a:.
L pa 104 de substrato). Una de las capas 104 y 106 (usua}%aétc
10 la capa 104 de substrato) tiene una estructura 102 de ;égi-
cula de difraccidn estampada en relieve en la misma y una
capa metdlica de recubrimiento (tal como aluminio) de&céf—
tada sobre la estructura de reticula antes de unirse entre
si las dos capas 104 y 106, . A
15 . Como se indica en la figura la, 1la'"

aﬁplitud fisica de la estructura de reticula de difraeeién

.
sete

es A y el pericdo de lineas de la estructura 102 de raeticu-
J la de difraccion es d, La forma de perfil de cada elééékbo
de linea de la estructura 102 de reticula de difraccién

- 20 puede ser senoidal (como se muestra especificamente en la
figura 1la) o, alternativamente, puede ser rectangular
(similar a la forma de perfil representada en la figura 1b).
En cualquier caso; el dispositivo 100 de autenticacién
responde a la luz policromdtica incidente sobre la estruc-
-~ 25 tura 102 de reticula de difraccién reflectante metatiiada
,ﬂ para reflejar luz difractada que presenta colores que con-
trastan en diferentes dngulos de observacién., Especifica-
) .mente, el invento de Webster y otros expone un dispositivo
100 de autenticacién de difraccién en el cual la estructu-

30 ra de reticula de difraccién reflectante estd formada co-
15093
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mo un trazado en relieve que tiene pardmetros especificados
de perfil de reticula, amplitud fisica y frecuencia de 11~
neas (perfodo de linea), de tal modo que la estructura es
operativa para separar la luz de iluminacién policromdtica
incidente sobre ella en &l menos un par de haces refleja-
dos adyacentes, separados y precisos, de colores que con-
trastan, en donde la magnitud de la dimensién angular mds
estrecha del ancho de haz de cada uno de los haces a una

distancia de 30 cm es al menos de 2 milirradianes. Sin &

bargo, el presente invento no estd limitado a tales estrut-
turas de reticula de difraccién reflectantes metalizadas,
El presente invento incluye otros tipos de estfructuras: :{é
reticula de difraccién reflectante, tales como un hologra-

ma de reflexidri, y las estructuras de reticula de fase

"semigruesas" expuestas en la solicitud ndmero de serie..,

235,972 de Knop mencionada anteriormente, en la cual ;é’"

reflexidén tiene lugar desde una capa de recubrimientozyééa-
lica o no metdlica situada en la interzona de trazado, lex-
relieve de las capas 104 y 106 de substrato y revestimien-
to, respectivamente, Lo que es importante, desde el punto
de vista del presente invento, es que la presencia de una
capa 110 de recubrimiento (indicada por el espesor de la
estructura 102 de reticula de difraccidén metalizada), empa~-
redada entre la capa 104 de substrato y la capa 106 de re-
vestimiento, da lugar a una unién notablemente menos segura
que la que serfa proporcionada por una unién directa entre
la capa 104 de substrato y la capa 106 de revestimiento,

La figura 1b ilustra un dispositivo
120 de autenticacién de difraccidén del tipo expuesto en 1la

solicitud de Knop y otros mencionada anteriormente, El dis-
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positivo 120 de autenticacién de difraccién se compone de
una capa 122 de tinte absorbente, una capa 124 de substra-
to pldstico transparente, una capa 126 de recubrimiento
dieléctrico de alto Indice de refraccidén, que tiene al me-
nos un espesor dado, y una capa 128 de revestimiento plds-
tico transbarenée.

El Indice de refraccidn de la capa
dieléctrica 126 (que es usualmente un compuesto inorgénmcn)
es notablemente mayor que los respectivos indices de rgfrac
cién de las capas 124 y 128 de substrato y revestimienég:.
Sin embargo, la capa dieléctrica 126 se adapta a un traza-
do en relieve que forma una estructura de reticula de diL‘
fraccién en la interzona de las capas 124 y 128 de substra-
to y revestimiento, respectivamente, El periodo d de lin€a
de esta estructura de reticula de difraccién es sufici@ﬁ&?-
mente pequefio con relacidén a cualquier longitud de on¢w;l
incluida en la luz policromdtica incidente 130 para q&é.'
solamente pueda propagarse el orden de difraccidn cerb:é;
la capa 124 de substrato de indice de refraccidn relativa-
mente bajo y en la capa 128 de revestimiento, pero de tal
forma que puedan propagarse tanto el orden cero como el
primer orden de difraccidén a lo largo de la capa 126 de re-~
cubrimiento dieléctrico de alto indice de refraccidn, De
acuerdo con el invento de Knop y otros, el resultado es
que una parte de la luz policromdtica incidente 130 ®s re-
flejada por la capa 126 de recubrimiento dieléctrico de al-

to fndice de refraccién (segdn un dngulo de reflexidén igual

2l dngulo de incidencia de la luz policromdtica) y la parte

restante de la luz policromdtica 130 es transmitida a través

de la capa 124 de substrato y es absorbida a continuacién
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por la capa 122 de tinte abscrbente (que estd prevista bara
unirse al articulo autenticado, no representado). Una ca-
racteristica especifica importante del invento de Knep y

otros es que el color que presenté la luz reflejada varia

-de acuerdo con el drigulo de incidencia de la luz policromd-

tica 130 y la orientacién de la retfcula,. Si, como es usual,
la luz policromdtica 130 es luz ambiental, no direccional,
el color de la luz reflejaﬂa cambiard en funcién del anég§o
de observacién de un cohservador y en funcidén de la origvide,
tacién de la reticula. Esta es la caracteristica que h;éé.
que el dispositivo 120 funcione como dispositivo de autgn-
ticacién de difraccidén de alta calidad. s

Sin embargo, la presencia requerida
de la capa 126 de recubrimiento. dieléctrica de alto indice
de refraccitn emparedada entre la capa 124 de substratio. )
la capa 128 de revestimiento en la interzona entre elluas:
proporciona ﬁné unién notablemente menos segura que le;:...q‘:.le
seria proporcionada por una unidén directa entre-el plggti—
co 128 y el pldstico 124 (que normalmente son del mismo ma-
terial).

Para fines descriptivos, las figuras
2a y 2b de la presente memoria se presentan como aplicacidn
del invento a una modificacidn d la estructura del disposi-
tivo de autenticacién de difraccidén del tipo que utiliza
una capa de recubrimiento de alto Indice de refraccidn como
se representa en la figura 1b. Sin embargo, deberd entender

se que el presente invento se aplica con igual validez a

una modificacién similar de la estructura de un dispositivo

de autenticacién de difraccién del tipo de capa de recu-

brimiento metdlica representado en la figura 1la,
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En las figuras 2a y 2b, la capa 20C de
substrato tiene su superficie superior estampada en relieve
con un trazado en relieve de reticula de difraccién del
tipo representado en la figura 1b, Sin embargo, la capa
202 de' recubrimiento dieléctrico estd dividida en un con-
Junto de regiones separadas 204 (indicadas en la figura 2a
por una linea gruesa), Regiones adyacentes del conjunto 204
de regiones estdn sebaradas entre si por dreas 206.de ééﬁf
paracién qua tienen una distancia a de separacién (ind@&@k
da en la figura 2a por una linea delgada). La distancia..
entre centros de regiones adyacentes del conjunto de regio-
nes 204 es b, La difraccion por reflexién tiene 1ugar'§éf;-
mente desde regiones 204 en donde estd presente la capa
202 de recubrimiento, Por esta razén, el trazado de retfcu-
la de_difraécién no estd representado dentro de las a§g§§

206 de separacién de la vista en planta de la figura 2R,

agts

Como se muestra mds especificamente en la vista en plgata

de la figura 2b, la capa 202 de recubrimiento estd df%id&da
en dos direcciones ortogonales en un conjunto de regiones
rectangulares separadas 204, estando orientada una de las
dos direccjiones ortogonales paralelamentc a las lineas de
la reticula de difraccidn y estando orientada la otra de
las dos direcciones ortogonales perpendicularmente a las
lineas de la retfcula. Como se indica en la figura 2b, re-
giones adyacentes de las regiones rectangulares 204 estén
sepa?adas entre si en ambas direcciones ortogonales por
una distancia a de separacién, y la distancia entre cen-
tros de regiones adyacentes de las regiones rectangulares
204 es igual a b en ambas direcciones ortogonales. El drea

de cada regién rectangular es (gﬁg)z. De acuerdo con los
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principios del presente invento, los respectivos valores de
8.y b estdn caracterizados porque b es del orden de diez
veces superior a a, porquéig‘éé notablemente mayor que el
periodo de lineas de la retfcula de difraccién (de modo que
no tiene lugar difraccidn por reflexién dentro de la distan
cia a en las 4reas 206 de separacién, y, ademds, la distan=-
cia a de separacién es demasiado grande para difractar por
sf misma las longitudes deionda de la luz). Adicionalmgﬁgé,
b es suficientemenée pequeﬁa.péra ser a lo sumo dificilpsc.
mente apreciable paré el ojo desnudo de un observador Eé;i
decir, a una distancia de visién normal, tal como aproyi-
madamente 30 cm, el trazado de las regiones rectanguléfég
204 representadas en la figura 2b. es.demasiado pequefio para
ser claramente discernible para el djo desnudo de un obe"
servador). Los valores tipicos de la distancia a estdf Lom-
pfendidos en el margen de 10 a 30 micras y los valores-ti-
picos de b estdn comprendidos en el margen de 100 a 3@5“
micras con el tipo de dispositivo de autenticacién dé'd;L
fraccidén expuesto en la solicitud de Knop y otros menciona-
da anteriormente. Deberd observarse, sin embargo, que pue-
den encontrarse deseables para otras aplicaciones otros
valores para a ¥y b no comprendidos en este margen (pero que
cumplen las restricciones cualitativas expuestas anterior-
mente) .

Estd claro que la capa 208 de reves-
timiento estd en contacto directo con la capa 200 de subs-
trato dentro de las dreas 206 de separacidén., Puede conse-
.guirse una unién extremadamente fuerte y segura escogiendo
materiales adecuados para las capas 200 y 208 de substrato

y revestimiento. Por ejemplo, puede utilizarse material en’
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ldmina de PVC polif(cloruro de vinilo) tanto para la capa‘
200 de subatrato como para la capa 208 de revestimiento. En
la aplicacién de la capa 208 de revestimiento por técnicas
convencionales de prensado en caliente, la capa 208 de re-
vestimiento de PVC se funde con el poli(cloruro de vinilo)
de la capa 200 de substrato, formindose asf una unién adhe-
siva fuerte de las dos capas dentro de las 4reas 206 de se-
paracién, Otros materiales posibles incluyen otros'pléa- :
ticos, tales como el policarbonato. Los materiales de las
capas de substrato y revestimiento no tienen que ser neté-
sariamente idénticos mientras pueda conseguxrse una buena
unién en las 4reas de contacto intimo. Por eJemplo, pdéﬁén
ser tambiér adecuados materiales de revestimiento tales co-
mo ‘resinas epoxidicas de fraguado térmico o por radiacidn
ultravioleta, Si los materiales de las capas de subsbrato
y revestimiento tienen el mismo indice de refraccion (pomo
el caso en que ambas capas estdn formadas del mismo mdtﬁ—
rial) o indices de refraccién muy similares, la hOmOQEHGL—.
dad dptica en la interzona de substrato estampada en relie-
ve desaparece dentro de las dreas 206 de separacién g. Sin
embargo, si los Indices de refraccidn son algo diferentes
(no siendo la diferencia entre Indices de refraccidén de ma-
tériales adecuados superior a 0,1), tienen lugar efectos
de difraccién éptica débiles debido a la reticula de fase
de interzona restante. Sin embargo, estos efectos scn en
general demasiado débiles para ser visibles en condiciones
normales de observacidn, ‘

La estructura de trazado de las fegio-
nes rectangulares 206 representadas en las figuras 2a y 2b

puede fabricarse mediante un ndmero de procedimientos co-
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nocidos en la técnica. Una técnica que ha sido demostrada
con éxito consiste en utilizar una mdscara adecuada durante
la evaporacién del material de la capa dieléctrica de re-
cubrimiento sobre la superficie estampada de la capa 200 de
substrato (por ejemplo de PVC). La mdscara es una ldmina
delgaca de niquel (Ni) autoestable situada préxima a, o en
contacto con, la superficie estampada en relieve, El mate-
rial dieléctrico se deposita solamente en las zonas aﬁigﬁ-
tas de la mdscara y se dispone asi como un trazado en,fd-,
forma designada representada en las figuras 2a y 2b. fgi.
midscara puede fabricarse mediante las operaciones expues-
tas en la figu}a 3. Un substrato conductor, tal como Eﬁ%:
capa delgada 300 de cromo (Cr) se dispone sobre una placa
302 de vidrio que estd recubierta con una capa gruesa “3€4
de resina fotosensible positiva (por ejemplo, Shi.pley'-.p'{.i:
1350 H). Esta placa se graba entonces mediante técnicha':
fotolitogrdficas convencionales representada en la oﬁ??é-
cién 306, para descubrir solamente aquellas regiones 308
de la capa 300 de crome que estdn previstas para correspon-
derse con las 4reas 206 de separacidén a. En la siguiente
operacidén 310, se utiliza un bafio de galvanoplastia para
depositar una capa 312 de niquel de un espesor aproximado
de 10 micras en las dreas reveladas de la capa 300 de cro-
mo eléctricamente conductora. En la operacién final 312,

se elimina la resina fotosensible restante y se despega
una capa de ldmina de niquel autoéstable resultante de la
placa 302 subyacente y de la capa 300 de cromo, como se
muestra en la figura 3, La estructura de ldmina de niquel
resultante forma una mdscara de trazado de malla. Esta

mdscara de ldmina puede fijarse a un anillo metédlico de so-
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i porte atn mds fuerte para manipulacién donven%ente y monta-
je en el evaporador, en el cual la mdscara de trazado de
malle funciona para dividir la capa de recubrimiento de-
positada en un trazado correspondiente de regiones rectan-
S gulares 204 representado en la figura 2b. Tal mdscara pue-
de utilizarse para aproximadamente 50-100 operaciones de
evaporacién antes de que se convierta en un problema la
acumulacién de dieléctrico en exceso sobre las lineas mer
tdlicas y sus alrededores. En un proceso de produccidn: :n:}%.-
. 10 siva, la mdscara debe ser cambiada asi en iﬁterv&los regu-
lares. Sin embargo, la mdscara puede ser limpiada porrgp@e;
sién en un disolvente adecuado para el dieléctrico, en
Frecuentemente, en la fabricacion
del dispositivo de autenticacioén de difraccién de los 'ei-
15 pos expuestos en las solicitudes mencionadas anteriofﬁéﬁte
‘ de Webster y otros y Knop y otros, es deseable incluir' és-

e et

. | tructuras de difraccién en la forma de determinados slImbo-
los o caracteres. Algunos caracteres, tales como las'ié—
tras “"A" u "Q", definen una regidn de "isla" interior que
‘20 estd completamente separada de la regisén exterior al carde-
ter. Por ejemplo, como se muestra en la figura 4a, cual-
quier intento de construir una regidén en forma de “A" como
una abertura 400 en una mdscara metdlica 402 es de diffcil
éxito, porque la mdscara metdlica 402 debe incluir una re-
-~ 25 gién 404 de "isla" que estd totalmente aislada de la parte
., exterior de la regién metdlica 404 por la abertura 400.

De aste modo, no hay manera de soportar la regién 404 .en

la figura 4a. Sin embargo, utilizando una malla autoestable
406 de niquei, como se muestra en la figura 4b, como par-

30 te de la mdscara metdlica 402, la regién interior 404 de
15093 '
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la mdscara 402 estd fisicamente unida a_la regién exterior

de la misma, La mdscara *epresentada en la figura 4b, que
utiliza una malla 406 fabricada del modo expuesto en la fi-
gura 3, puede utilizarse pafa fabricar un dispositivo de
autenticacién de difraccién (o una parte del mismo) del
tipo expuesto-en las figuras la y 1b (modificado de acuerdo
con el presente invento como se muestra en las figuras 2a
Yy 2b) de un cardcter o simbolo que tiene una region de.’ .

tisla® interior, tal como la letra MA",

“.,
En la realizacién preferi&a del iﬁvg;-
to expuesta en la presente memoria, la capa de recubrim%gn-
to estd dividida en regiones rectangulares 204, en dorda*
regiones adyacentes estdn separadas entre si por la misma
distancia a de separacién en cada una de dos dimensiones'
ortogonales, aunque, sin embaréo, esto no es esenciall, .Eﬂ
invento se pone en prdctica también modificando la estéﬂr—
tura de un dispositivo de autenticacién de difraccxén, tal
como se expone en las figuras la o 1b, de un modo segﬁﬁ el
cual la capa de recubrimiento en la interzona 'entre la ca-
pa de substrato y la capa de revestimiento estd dividida
al menos en una dimensidén en un conjunto de regiones sepa-
radas, en donde regiones adyacentes del conjunto de regio-
nes estdn separadas entre si en al menos esta primera dimen
sién por una distancia a de separacién y la distancia entre
centros de regiones adyacentes del conjunto de regiones en
al menos esta primera dimensién es b, Adicionalmente, es
importante que los respectivos valores de a y b se adap-
ten a las restricciones cualitativas .expuestas anteriormen-
te en relacién con las figuras 2a y 2b, De este modo, aun

cuando la capa de recubrimiento estd dividida en cada una

e '
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de dos dimensiones, las dimensiones no necesitan ser ortogo
nales entre si o a la estructura de reticula de difraccioén,
ni la distancia a, de éeparacidn en una primera dimensién
de las dos dimensiones necesita ser igual a la distancia a,
de separacidén en la segunda de las dos dimensiones, ni la
distancia b, entre centros de regiones adyacentes de las
regiones en la primera de las dos dimensiones necesita ser
igual a la distancia 22 entre centros en la segunda de “18v

,0.‘

dos dimensiones, . .

Generalmente, las regiones del conjun-
to de regiones separadas estdn distribuidas peridédicamefite,

siendo b el periodo de separacién de las regiones. Sin em-

bargo, tal distribucidén espacial periédica de las regiones

.
* a0

no es esencial, Los beneficios del presente invento se con-
siguen aun cuando los respectivos valores de a y b deadzt
par de regiones adyacentes de las regiones separadas éééé
diferentes de los del otro par de las regiones separadés,2
mientras los valores respectivos de a y b se adapten ;’1as :
restricciones cualitativas expuestas anteriormente en rela-

cién con las figuras 2a y 2b,

DESCRIPCION DE LOS SIGNOS DE LAS FIGURAS

Figura la
I ~ Unida al articulo autenticado

I1 - Técnica anterior

Figura 1b
I - Pldstico
i¥ ~ fapz de tinte absorbente °
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Figura 1b

I1I- Unida al articulo autenticado

IV - Técnica anterior |

Figura 2a
I - Dieléctrico
I1 - Reticula estampada en relieve

tas v,

ey

Figura 3 | o
I - Fotolitografia

11
III - Eliminar resina y despegar ldmina de niquel

- Galvanoplastia de niquel

....

ast e

Figura 4b
I - Malla o

I1 - Metal
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REIVINDICACIGNES ,),\,1,1,14
LCILT 1
/

Los puntos que comé carigferistica de Q%
vedad se presentan para que sean objeto de esta-solicitud
de Modelo de Utilidad en Espafia, por VEINTE afios, son los

que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18,~ Un dispositivo autenticador pégéd

-’ -.

la autentificacidén de un articulo de material en léminé!eﬁan

-

do dicho dispositivo estd adherido a dicho articulo; en don

de dicho dispositivo comprende una estructura integradhpﬁe
unz capa de substrato y una capa de revestimiento transpareﬁ
te separadas entre si por una capa de recubrimiento qué‘és—

s o°

td situada en contacto Intimo con dichas capas .de subsiyato
¥y revestimiento en la interzona entre ellas,‘incluyenéé{&i—
cha interzona una reticula de difraccién reflectante 9511:'13
forme de un trazado en relieve, teniendo dicha reticula pard
metros especificados de perfil de reticula, amplitud fisica
(A) y perfodo de lfneas (d) que son operativos para separar
la luz de iluminacién policromdtica incidente sobre la mis-
ma en al menos un par de haces luminosos de colores que con
trastan, y en donde la unién de dichas capa de recubrimiento
a dichas capas respectivas de substrato y de revestimiento
en dicha interzona eé notablemente menos seéura que una
unién directa de dicho substrato a dicha capa de revesti-
miento; en cuyo dispositivo dicha capa de recubrimiento es-
t4 dividida en al menos una dimensién en un conjunto de re-

giones separadas, estando separadas entre si regiones adya-

centes de dichas regiones en al menos una dimensién por una
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distancia a de separacién, siendo b la distancia entre cen-
tros de regiones adyacentes de dichas regiones en al menos
dicha dimensién; estando caracterizados los respectivos ca-
lores de a ¥y b porque b es del orden de diez veces superior
al valor g, porque a es notablemente mayor que el perfodo
de lineas de dicha estructura de difraccibn, y porque b es
suficientemente pequefio para ser a lo sumo dificilmente
apreciable para el o0jo desnudo de un observador; y‘estgpdg

dicha capa de revestimiento directamente unida a dichai?é#a
de substrato dentro de la zona de separacibn entre reé&bﬂ%s
adyacentes de dichas regiones de dicha capa de recubrig}en,
to. Soed
28,- Un dispositivo de acuerdo con la
reivindicacién 18, en el cual dicho par de haces se coﬁﬁ%—

LI L

ne de haces adyacentes, independientes, y precisos, eir‘den-
de la magnitud de 12 dimensién angular mds estrecha d‘el‘:‘An—
cho de haz de cada uno de dichos haces a2 una distancig.de

treiﬂta centimetros es al menos de 2 milirradianes,

32,- Un dispositivo de acuerdo con la
reivindicacién 12, en el cual dicha capa de recubrimiento
es una capa metdlica,

42,- Un dispositivo de acuerdo con
la reivindicacién 12, en el cual dicha capa de recubrimien-
t0 es una capa dieléctrica.

58.,- Un dispositivo de acuerdo con
la reivindicacidn 18, en el cual dichas regiones estdn dis-
tribuidas periddicamente en el espacio en al menos dicha
primera dimensién, siendo b el perfodo de separacién.

62,~ Un dispositivo de acuerdo con la

reivindicacién 52, en el cual el valor de & estd comprendi-
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| do en el margen de 10 a 30 micras y el valor de b estd com-
prendido en el margen de 100 a 300 micras.

78.~ Un dispositivo de acuerdo con la
reivindicacién 12, en el cual dicha capa de recubrimiento
5 estd dividida en cada una de dos dimensiones en un conjunto
de regiones separadas, estando separadas entre sf{ regiones
adyacentes de dichas regiones en una primera de dichas dos

dimensiones por una primera distancia 24 de separacién y en
L ]

v una segunde de dichas dos dimensiones por una segunda diﬁl'
\“

- ] -
10 tancia a, de separacién, siendo b4 la distancia entre cens

tros de regiones adyacentes de dichas regiones en dich%'pri-
mera dimensién de dichas dos dimensiones y siendo 92 lac8is
tancia entre centros en dicha segunda dimensién de dichas dcs

dimensiones; estando caracterizados los respectivos valofes

15 de a4y 29, by ¥ by porque cada uno de los valcres by ybs*

Vi

es del orden de diez veces superior a cada uno de los‘vAlo-
res a, y 2,y porque cada uno de los valoresg_1 Y & easba—
yor que el periodo de lineas de dicha reticula de difraccidn
¥y cada uno de los valores 24 y 92 es suficientemente pequefio
20 para ser diffcilmente apreciable para el o0jo desnudo del ob-
servador; estando dicha capa de revestimiento directamente
unida a dicha capa de substrato dentro de la separacién en-
tre regiones adyacentes de dichas regiones de dicha capa de
recubrimiento en dichas primera y segunda &imensiones de di-
25 chas dos dimensiones.

82,~- Un dispositivo de acuerdo con la
feivindicaeidn 72, en el cual dichas regiones estdn distri-
buidas peribédicamente en el espacio en dicha primera dimen-~
816n de dichas dos dimensiones, siendo b, el periodo de se-
30 paracién y siendo b, el periodo de separacién en dicha segun

Ao GO
21084
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da dimensién de dichas dos dimensiones.

98.. Un dispositivo de acuerdo con la
reivindicacién 82, en el cual dichas primera y segunda dimen

siones de dichas dos dimensiones son sustancialmente ortogo-

nales entre si.

1028 ,~ Un dispositivo de acuerdo con la
reivindicacién 92, en el cual uno de los pardmetros g, y a,
estd comprendido en el margen de 10 a 30 micras, y el valor

de cada uno de los pardmetros b, y b, estd comprendido 'gi_ffe]

:
* [

margen de 100 a 300 micras. “onw

112,~ Un dispositivo de acuerdo con la

reivindicacién 102, en el cual a, es sustancialmente i‘gu.ai
a a8, ¥ b, os sustancialmente igual a b,.
122.- "UN DISPOSITIVO AUTENTICADOR®PARA

LA AUTENTICACION DE UN ARTICULO DE.MATERTIAL EN LAKIN WJL:

Tal y como se ha descrito en 1la ﬁ;e.‘ﬁc‘iria,
que antecede, representado en los dibujos que se acompéa:fran
y paré, los fines que se ha.nv especificado.

Esta Memoria consta de veintiuna hojas

escritas a mdquina por una sola care.

Madrig, - 3C.AG01074
P. A.
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